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Nazev praktického cvifeni: Studium nanostruktur mikroskopii
rastrovaci sondou a odvozenymi metodami

Cviceni navazuje na prednasku Spektroskopické techniky v
mikroskopii rastrovaci sondou: nano-chemicka analyza in situ?.
Jeho cilem je seznamit posluchace Skoly s pracovistém mikroskopie
rastrovaci sondou.

Dva mikroskopy rastrovaci sondou (Topometrix TMX 2010 a NanoScope I1la Multimode,
Veeco) umoziujici zobrazeni povrchi pevnych latek v rozsahu zvétSeni 1000x az presahujici
60 000 000x s rozliSenim dosahujicim molekularni resp. atomarni rovné. Mikroskopy
vyuzivaji zédkladnich technik - tunelové mikroskopie (STM) v oblastech pikoampérovych az
nanoampérovych tunelovych prouda, elektrochemické mikroskopie (SECM) a mikroskopie
atomarnich sil (AFM) v kontaktnim, semikontaktnim a v rezimu laterarnich sil. Tato
kombinace dovoluje studium latek riznych fyzikalné-chemickych vlastnosti: od izolantt po
vodice; od gelovitych az po tvrdé povrchy, na vzduchu i pod kapalinou. Vzhledem k
propojeni mikroskopii s ¢tyfelektrodovym potenciostatem, je téz mozné sledovani
(elektro)chemickych déju in-situ tj. v prostfedi (elektro)chemického experimentu. Uvedené
ptistrojové vybaveni a vyhodnocovaci software umoziuje ziskat nejen topografické
zobrazeni povrchu s kotovanim ve vsech tiech osach (napft. drsnost, velikost a vyska zrn ), ale
1 fyzikalné-chemické informace (lokalni elektricka vodivost, pfitomnost funkénich skupin
apod.).

Pracovisté se zabyva naptiklad studiem :
e topografie a stability kovovych nanocastic imobilizovanych na monokrystalickych
substratech a optimalizaci jejich vlastnosti pro pouziti v elektrokatalyze a sensorech;
e reakeni kinetiky déj probihajicich na jednotlivych nanocasticich s vyuzitim metody
elektrochemické mikroskopie (SECM);
e vlivu nanostruktury , dopovani a senzibilizace oxidickych polovodi¢t na konverzni
ucinnost fotoelektrochemického (Grétzelova) solarniho ¢lanku.
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Schéma principu metody rastrovaci tunelové mikroskopie (vlevo), mikroskopie atomarnich sil
(vpravo)





